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Przedmiotem wynalazku jest spos6b otrzymy-
wania kontaktu omowego w krzemowych przy-
* rzagdach polprzewodnikowych.

Znany i stosowany spos6b otrzymywania kon-
taktow omowych w krzemowych przyrzgdach pél-
przewodnikowych od strony kolektora polega na
lutowaniu zigcz krzemowych do podloza pokry-
tego cienkg warstwg zlota i w niektérych wypad-
kach niezbedne jest stosowanie dodatkowo podkila-
dek zlotych lub ze stopéw ktorych glownym sklad-
nikiem jest zloto.

Zastosowanie zlota ma swoje uzasadnienie w tym,
ze zloto z krzemem tworzy stop eutektyczny o tem-
peraturze topnienia okolo 370°C. Temperatura po-
wyzsza umozliwia stosowanie w procesie montazu
nastepnych operacji jak termokompresja lub wszel-
kiego rodzaju wygrzewania w temperaturze nizszej
od 370°C.

Przy pokryciu podloza zlotem o grubosci 1 do 3 u
wymagane jest stosowanie dodatkowo podkiladek
najkorzystniej ze stopu zloto-cyna Au-Sn (80% Au
i 20° Sn) lub podobnych. Natomiast do przepu-
stow pokrytych grubsza warstwg zlota 4—7 u sto-
suje si¢ podkladki ze stopoéw zloto-german Au-Ge,
ztoto-krzem Au-Si i zloto-antymon Au-Sb lub lu-
tuje sie bezposrednio do podiloza bez uzycia pod-
kladek, gdy powierzchnia lutowanych krysztalkéw
jest mniejsza od 1 mm?2 Przy lutowaniu krysztal-
kow o wiekszej powierzchni istnieje trudno$é otrzy-
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mania dobrych kontaktéw omowych nawet przy
zastosowaniu podkladek ze zlota lub jego stopow.

Inng znang i stosowang metoda jest pokrywa-
nie podloza zlotem lokalnie na wieksze grubo$ci.

Dotyczy to montazu elementéw krzemowych wy-
konywanych technologia mesa, planarng i epipla-
narng.

Wadami metod znanych i opisanych sg trudnosci
wynikajgce z pokrywania zlotem podloza o duzej
grubo$ci (w trakcie procesu pokrywa sie cale pod-
loze razem z wyprowadzeniami) oraz otrzymania
grubej i ro6wnomiernej warstwy.

Istniejg rowniez trudno$ci technologiczne w wy-
konywaniu folii na podkladki ze stopéw ktérych
glownym skladnikiem jest zloto. Dotyczy to glow-
nie folii wykonywanych z takich stopéw jak Au-Sn,
Au-Si, Au-Ge, a trudno$é ta polega na tym, ze
stopy powyzsze posiadajg malg plastyczno$§é.

Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogod-
nosci i uzyskanie kontaktu omowego w krzemo-
wych przyrzadach pélprzewodnikowych przez wy-
elimincwanie podkladek ze ztota lub stopow, kto-
rych gldwnym skladnikiem jest zitoto, jak réwniez
wyeliminowanie podioza o grubym pokryciu zlo-
tem. Dla osiggniecia tego celu zostalo wytyczone
zadanie techniczne zastosowania takiego sposobu,
ktory by zapewnial kontakt omowy nie gorszy niz
zloto, a usuwal wszystkie niedogodnos$ci.

Zgodnie z wynalazkiem rozwigzanie postawio-
nego zagadnienia technicznego polega na lutowa-
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niu plytki krzemowej przy zastosowaniu podkladki
z kadmu lub stopéw, ktérych gléownym skladnikiem
jest kadm w celu osiggniecia kontaktu omowego
przy wykorzystaniu metalizacji lub bez stosowa-
nia jej.

W przypadku metalizacji przeprowadza sie ja
po operacji dyfuzji lgcznie z obrébkg fotolitogra-
ficzng i naparowywaniem kontaktéw. Podczas me-
talizacji ptytki krzemowej nalezy uzyskaé warstwe
o grubo$ci od 1—10 u. Po osiggnieciu odpowiedniej
warstwy przeprowadza sie pomiar, dzielenie ptytek
na zlgcza 1 segregacje. Zigcza dobre poddaje sie
lutowaniu do podloza pokrytego cienka warstwa
zlota lub innymi metalami albo tez bez pokrycia
przy zastosowaniu podkiladek z kadmu lub jego
stopéw. Lutowanie zlgcz mozna przeprowadzaé mie-
dzy innymi przy zastosowaniu urzadzen o pdlauto-
matycznym lub automatycznym cyklu pracy.

Wykonanie sposobu przy zastosowaniu metali-
zacji polega na tym, Ze po wykonaniu operacji na-
parowywania kontaktéw omowych do obszaru emi-
tera i bazy pokrywa sie plytki od strony tych
obszarow substancjag maskujgcg np. piceing, a na-
stepnie calg plytke Si od strony kolektora pokrywa
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sie cienka warstwa metaliczng np. na drodze elek-
trolitycznej. Dalsze postepowanie polega mna usu-
nieciu substancji maskujacej i oczyszczeniu dokiad-
nie powierzchni od strony zlacz. Kolejne dalsze
operacje sg znane w technologii otrzymywania
krzemowych przyrzadéw péiprzewodnikowych i po-
legaja na pomiarze ostrzowym zlacz na plytkach,
dzieleniu ich i segregacji. Po segregacji nastepuje
operacja otrzymywania kontaktow omowych na
drodze lutowania wg sposobu.

Zastrzezenie patentowe

Sposob otrzymywania kontaktu omowego w krze-
mowych przyrzgdach poélprzewodnikowych, w kt6-
rych jedng strone plytki pokrywa sie materialem
maskujgcym, a drugg strone wspomnianej plytki
krzemowej pokrywa sie niklem lub innymi meta-
lami na drodze chemicznej lub elektrolitycznej lub
w niektorych przypadkach bez zastosowania war-
stwy posredniej — znamienny tym, ze plytke lu-
tuje sie do podloza przy zastosowaniu podkladki
kadmowej lub podkladki ze stopow, ktérych glow-
nym skladnikiem jest kadm.
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